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Aufgabe A) (Eigenschaften der Transistorgrundschaltungen)
Vergleichen Sie anhand der Naherungen nach Tab. 5.2 (Skript) die statischen

Eigenschaften V,,, Vi, Rein, Raus der drei Transistorgrundschaltungen.

e Welche Grundschaltung(en) nehmen Sie, wenn Sie einen kleinen Ein-
gangswiderstand benotigen?

e Welche haben einen kleinen Ausgangswiderstand?

e Was machen Sie, wenn Sie eine Schaltung mit kleinem Ein- und Aus-
gangswiderstand benotigen?

Aufgabe B) (Oberwellen)
Gegeben ist folgende Schaltung mit den Groflen Uy = 700 mV,
Ue = u - cos(wyt), urg = v - cos(wyt)
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Ermitteln Sie die Verstirkung bei der Eingangsfrequenz w, fiir den

Fall Z, = 0.

Hinweis: Nehmen Sie zur Vereinfachung eine ideale Diode mit der Kennlinie

ug Ug+Au
ip=1Igelr =Jge Ur

an, die bei hinreichend kleiner Aussteuerung Au um den Arbeitspunkt U
durch eine Kennlinie dritter Ordnung beschrieben werden kann:

ip ~ ag + a1 Au + asAu? + asAud

Die Koeffizienten ag . .. as ergeben sich aus der Taylor-Reihenentwicklung.
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Aufgabe C) (Verstérkungs-Bandbreite-Produkt)

1. Bestimmen Sie allgemein die komplexe Kleinsignalverstirkung

V.= %—f der EGS unter der Annahme C;, > Ccg. Verwenden Sie das
angegebene Kleinsignalersatzschaltbild des Transistors.
Es gilt I = 10718 A, Up = 26 mV, Ry, = 100 Q, Upias = 800 mV,

Cr =100 pF

Kleinsignal- ESB
des Transistors

Ubias

Hinweis: Die Rechnung ldsst sich stark vereinfachen, wenn die
Kollektor-Basis-Kapazitdt des Transistors mit Hilfe des Miller-
Theorems in zwei dquivalente Kapazititen (Cpp; und Cgp) im Basis-
und Kollektorkreis umgeformt wird:

2. Bestimmen Sie die 3-dB-Grenzfrequenz der Schaltung und tragen Sie
den Verlauf von |V, | (Frequenzgang) in ein Bode-Diagramm ein.

3. Tragen Sie ebenfalls die Frequenzginge fiir R, = 10 Q, Ry = 100 2
und Ry = 1000 2 in das Bode-Diagramm ein.
Was fallt Thnen auf? Wie lésst sich die Auffilligkeit erklaren?



